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Tranzystor germanowy AF516 w obudowie metalowe) TO-18, malej mocy, wielkiej czestotli-
wosci, konstrukcji mesa jest wykonany technologia dyfuzyjna. Wyprowadzenia tranzystora sa
izolowane elektrycznie od obudowy.

Tranzystor AF516 jest przeznaczony do stosowania we wzmacniaczach wstepnych, miesza-
czach 1 oscylatorach.

Typ wycofany z produkcji

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiecie kolektor-baza —Ucro | 25 \%

Napiecie kolektor-emiter —Ucro | 18 b W

Napiecie emiter-baza e | 0,3 VY

Prad kolektora —Ic | 10 mA

Temperatura zlgcza F | 90 e

Temperatura sktadowania b | —55...+75 °C

Moc strat kolektora (f,mp =— 25°C) P, 50 mw
Opornos¢ termiczna

— zlacze kolektora-powietrze Rinci-a | << 1300 . deg/W
Parametry statyczne (7., = 25°C)

Prad wsteczny kolektor-baza *. |

przy —Ueg =12 V —Icgo 1,5(=<10) A

Prad wsteczny kolektor-baza 'r !

DI'E}’ B UﬂH — 12 V (ram,b pr— TOGC) _I{.'BU 36 (EE:__: 200) i EJ..A

Napigcie przebicia kolektor-baza E

PTZY _I«CED = 100 U-A 20 U{BR]{:H{} 35 (;f-: 25) f Vv

Napiecie przebicia kolektor-emiter

przy —Icgo = 500 uA —U(sr)cro 25 (= 18) \

Napigcie przebicia emiter-baza

przy —Iggo = 100 pA —Usrieso 0,8(==0,3) \4

Parametry dynamiczne (7., = 25°C)

Czgstotliwos¢ przenoszenia
przy —Uceg =12 V, —I- =1 mA, |
f» — 100 MHz fr - 220(==150) | MHz

Wspolczynnik wzmocnienia pradowego
przy —Uecg— 12 V, —I = 1 mA,
fF = 1 ](HZ kzlc | :;:E‘:S 12* j




Stala czasu obwodu sprzg¢zenia zwrotnego

przy —Ucp =12 V, I = 1 mA,

f, =5 MHz

Pojemnosc sprzg¢zenia zwrotnego
przy —Ucg = 12V, —I- = 1 mA,

fo =5 MHz

Wspolczynnik szumow
przy —Ucpg =12 V, It = 1 mA,
f, = 200 MHz, R, = 60 Q

Wspolczynnik wzmocnienia
mocy przy —Ucep =10 V,
_IL' e 3 ]‘TIA, fp — 200 MHZ
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Charakterystyka wyjsciowa
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Charakterystvka wyjsciowa
Ic = f(Ucp);
(Uklad wspolnej bazy)
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Charakterystyka wyjsciowa

Ic = f(Ucg);

U gg = parametr
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